Išradimas priklauso puslaidininkių įtaisų ir jų gamybos techninei sričiai. Konkrečiau, išradimas atskleidžia puslaidininkį įtaisą, apimantį p-puslaidininkio (p-silicio) substrato sluoksnį (1), ant kurio suformuotas plonas nanometrinio storio amorfinis Al2Ox sluoksnis (2), su kontaktiniais išvadais (3.1, 3.2) iš kiekvieno šių sluoksnių. Įtaisas pasižymi tuo, kad Al2Ox sluoksnis (2) nėra n-puslaidininkis, tačiau hetero-jungtis sudaryta tarp p-puslaidininkio substrato (1) ir Al2Ox sluoksnio (2) pasižymi p-n pusladininkių sandūrai būdingomis elektrinėmis savybėmis. Taip pat, atskleidžiamas šio įtaiso gamybos būdas zolių-gelių metodu. Šis puslaidininkis įtaisas suteikia analogišką funkcionalumą, kaip ir p-n puslaidininkių sandūros įtaisai, tačiau techniškai jis ir jo gamyba efektyvesni. Taikymai: optoelektronika, šviesos jutikliai, diodai, fotodiodai, fotovoltiniai prietaisai, elektrocheminiai fotoelektrodai.
